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Один из методов определения плотности состояний в квантующем магнитном поле основан на измерениях электронной теплоемкости [2]. Энергия свободных электронов металла в 1 см3 равна [1]
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Теплоемкость электронов при постоянном объема в квантующем магнитном поле равна 
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Где 
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распределение Ферми-Дирака, 
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плотности состояний в сильном магнитном поле [1-2]. 

Подстановкой (2) и (3) в (4) получим модель, которая описывает температурную зависимость осцилляции электронной теплоемкости в квантующем магнитном поле. Используя данные [2] вычислены с помощью модели вычислены изменение электронной теплоемкости в сильном магнитном поле зависимости от температуры. На рис. 1 приведены графики осцилляции электронной теплоемкости при разных температурах.
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